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Розглянуто використання нової резиетивно-індуктивної моделі внутрішніх 
завад у кристалах інтегральних схем для побудови моделі збою логічного 
елемента. Досліджено вплив електричних параметрів логічного елемента, 
конструктивно-технологічних параметрів мікросхем та температури 
навколишнього середовища на ймовірність збою при перемиканні логічного 
елемента.

New model of resistance-inductance noise in VLSI chips was used to build model 
of soft faults of logical gate. Dependences of soft fault probability of single logical gate 
from electrical characteristic of logical gate, layout of integrated circuit and 
environment temperature had been investigated.

Будь-які цифрові пристрої (ЦП), які нині знаходять широке використання в усіх 
галузях радіоелектроніки, працюють в умовах постійної присутності завад. Завади можуть 
мати як внутрішнє, так і зовнішнє походження. Інтенсивність зовнішніх завад часто можна 
зменшити за допомогою належного конструктивного виконання ЦП - застосування 
екранування, стабілізації напруги живлення тощо, - в той час коли внутрішні завади 
виникають внаслідок роботи самих логічних елементів (ЛЕ), із яких складаються ЦП, та їх 
взаємного впливу.

За останні роки спостерігається надзвичайно швидкий прогрес у галузі розробки, 
використання, виготовлення цифрових інтегральних схем (ІС). Огляди міккропроцессорної 
техніки, які регулярно проводяться у журналах "Компьютерное обозрение”, "Chip”, 
"Spectrum" ще раз довели справедливість емпіричного закону Мура - складність 
мікропроцесорної техніки подвоюється кожні 18 місяців. Рівень інтеграції ЦП невпинно 
збільшується, кількість ЛЕ на одному кристалі постійно зростає, розмір базових комірок 
зменшується, частота їх перемикання зростає, а напругу живленця ДЕ розробники 
стараються зробити якомога меншою, щоб зменшити нагрівання кристала та продовжити 
час роботи мобільних ЦП, використання яких набуває все більшої популярності. Подібні 
тенденції у розвитку ЦП сприяють лише зростанню внутрішіх завад і їх вивчення та 
врахування при проектуванні апаратури набувають все більшої актуальності.

Можна виділити два основні підходи до вивчення впливу внутрішніх завад: 
ймовірнісно-статистичний та розрахунковий. Перший підхід є апостріорним і грунтується 
на вивченні результатів випробувань великої кількості мікросхем (а це десятки, сотні тисяч
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